
XLV OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

Zawody III stopnia

Zadania dla grupy elektryczno-elektronicznej

Zadanie 1
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Rys.1. Póªmostkowy falownik napi¦cia

Póªmostkowy falownik napi¦cia, przedstawiony na rysunku 1, zasilany ze ¹ródªa napi¦cia

E = 90V, pracuje tak, »e ka»dy z ª¡czników

�

T

1

�D

1

; T

2

�D

2

�

przewodzi przez póª okresu

napi¦cia wyj±ciowego. Zakªadaj¡c, »e w falowniku nie ma strat energii (moc strat jest równa ze-

ro) oraz wiedz¡c, »e do zacisków wyj±ciowych falownika doª¡czono bezstratny dªawik

�

R

L

= 0

�

o indukcyjno±ci L = 500 �H i znaj¡c skuteczn¡ warto±¢ pr¡du obci¡»enia I

L

= 3

p

3 A:

1. Naszkicowa¢ przebiegi czasowe: napi¦cia u

L

i pr¡du dªawika i

L

, pr¡du tranzystora i

T1

,

pr¡du diody i

D1

i pr¡du pobieranego ze ¹ródªa zasilania i

E=2

,

2. Obliczy¢ cz¦stotliwo±¢ pracy falownika,

3. Obliczy¢ skuteczn¡ warto±¢ napi¦cia U

L

na odbiorniku (dªawiku),

4. Obliczy¢ warto±¢ ±redni¡ I

TAVG

i skuteczn¡ I

T

pr¡du tranzystora,

Organizatorem OWT jest Federacja Stowarzysze« Naukowo-Technicznych NOT.

Olimpiada jest �nansowana ze ±rodków MEN.

1



5. Obliczy¢ warto±¢ ±redni¡ I

E=2AV G

i skuteczn¡ I

E=2

pr¡du pobieranego ze ¹ródªa na-

pi¦cia E=2.

Autor: Piotr Grzejszczak

Koreferent: Paweª Fabija«ski

Zadanie 2

Na wspólnym radiatorze o rezystancji termicznej równej R

THSA

= 1 K/W umieszczono

tranzystor i diod¦ przeksztaªtnika obni»aj¡cego napi¦cie pracuj¡cego z cz¦stotliwo±ci¡ prze-

ª¡czania równ¡ f

S

= 20 kHz. Rezystancje termiczne zª¡cze-obudowa tranzystora i diody to

odpowiednio R

THJCT

= 1 K/W i R

THJCD

= 1; 5 K/W. Wiadomo, »e w stanie ustalonym

straty mocy w tranzystorze s¡ dwukrotnie wy»sze ni» w diodzie. W trakcie bada« okazaªo si¦,

»e ±redni¡ temperatur¦ radiatora w ukªadzie, który pracuje w pomieszczeniu o temperaturze

T

A

= 25

�

C jest równa T

S

= 85

�

C.

1. Obliczy¢ dla podanych warunków ±rednie temperatury zª¡cz diody i tranzystora.

2. Obliczy¢, o ile procent mo»e wzrosn¡¢ rezystancja termiczna radiatora, bez przekraczania

maksymalnej temperatury zª¡cza, równej T

Jmax

= 150

�

C.

3. Wiedz¡c, »e straty mocy przeª¡czania stanowi¡ 50% caªkowitych strat w tranzystorze i

25% caªkowitych strat w diodzie, obliczy¢ maksymaln¡ cz¦stotliwo±¢ ª¡cze« (dla bazowej

rezystancji termicznej R

THSA

= 1 K/W).

4. Obliczy¢ temperatury zª¡cz obu elementów dla wariantu, w którym tranzystor i dioda s¡

zamocowano na osobnych radiatorach, ka»dy o R

THSA

= 1 K/W.

Wskazówka: Obwód termiczny skªadaj¡cy si¦ z elementu zª¡czowego umieszczonego na radia-

torze mo»na zamodelowa¢ jak na schemacie.
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�ródªem energii termicznej jest tutaj P

J

, rezystancja termiczna zª¡cze-obudowa R

THJCT

i

radiatora R

THSA

, a temperatury zª¡cza, radiatora i otoczenia to odpowiednio: T

J

, T

R

, T

A

.

Autor: Jacek R¡bkowski

Koreferent: Paweª Fabija«ski

Zadanie 3

Stosuj¡c jak najmniejsz¡ liczb¦ wzmacniaczy operacyjnych zaprojektowa¢ ukªad realizuj¡cy

funkcj¦ wyj±ciow¡ u

2

= �2; 5 u

11

� 5 u

12

� 7; 5 u

13

+ 8 u

14

+ 6; 4 u

15

. Do oblicze« zaªo»y¢, »e

wzmacniacz operacyjny jest elementem idealnym.

Autor: Paweª Fabija«ski

Koreferent: Piotr Fabija«ski
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